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高い電荷移動度と導電性を持つグラフェンは，太陽電池や電界効果トランジスタ(FET)の素子材料，および

導電性複合材料としての応用が報告されている。また，溶媒可溶化処理を行った酸化グラフェン(graphene 

oxide, GO)をアクセプタとして用いたバルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の動作も確認されている[1]。我々

はこれまでに，可溶化 GO を高分子半導体である rr-poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (P3HT)に添加することで

有機FET(OFET)素子の移動度が向上することを報告している[2-4]。この素子特性改善は可溶化GO添加によ

る P3HTナノワイヤの伸長促進，及び GOからのキャリアドーピングによるものと考察しているが，同様の効果が

低分子系半導体材料の場合でも起こり得るかに興味が持たれる。そこで本研究では低分子半導体である

6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene (TIPSペンタセン)に可溶化GOを添加し，OFET素子の作製と素子

特性の評価を行った。 

可溶化 GO は，グラファイト単結晶微粉末を Modified Hummers 法によって酸化・剥離した GO に，

N,N-dimethylformamide 溶媒中で phenylisocyanate を反応させることで調製した。この可溶化 GO を

o-dichlorobenzeneに分散させ，TIPSペンタセン溶液(1.5 wt%，クロロベンゼン)に 4 wt%添加することでチ

ャネル層塗布溶液とした。OFET 素子は熱酸化 SiO2(285 nm)/p
++

Si基板上に TIPSペンタセン溶液をスピンコ

ート成膜し，最後に Auを熱蒸着することでトップコンタクト型のソース-ドレイン電極を形成した。 

Fig. 1に GO無添加，Fig. 2に GOを添加した TIPSペンタセン OFETの ID-VG伝達特性を示す。GO添加

により on電流値が大幅に向上し，移動度は 9.6×10
−4

 cm
2
/Vsから 7.7×10

−3
 cm

2
/Vsに増加した。 
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Fig. 1 ID-VG characteristics of TIPS 

pentacene OFET. 

Fig. 2 ID-VG characteristics of TIPS 

pentacene OFET with addition of GO. 
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